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n型 In Sb は，電子の有効質量が小さいために孤立ドナーの有効ボーア半径が650Â と非常に大きく，
その波動関数は磁場に対して極めて柔らかな性質を持っている。しかし，その半面この物質にはかな
り純粋な結晶でも 2 X 1014 cm-3 程度のドナーが不可避的に存在しているために， ドナーの波動関数は
殆んど互いに重なり合っていると見なされる。




零磁場で， ドナー濃度をほゾ一定 (Nd~ 2 X 1014 cm-3 ) に保ち，補償度低)を次第に強めてフエルミ






よって非金属状態への転移が起る。これを ， Nd の異なる個々の試料について，伝導度テンソルの磁場
及び温度変化を通じて実験的に示したO 転移が起る臨界磁場の濃度依存性は理論ともよく一致する。
また，磁場をより増加させることによって，不純物帯が伝導帯から離れて行く様子が示めされた。
比較的高純度の試料では， 10KG 前後の磁場のもとで典型的な mα:gnetic freeze-out が観測される。
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n型 InSb 中における不純物の役割は， Si, Ge 中におけるそれとくらべて，一層多岐にわたり，かっ
支配的である。とくに，準位が浅いことに伴い，磁場の影響を大変受けやす Po したがって，磁場印







わかったこと。 ②定磁場において， ドナーのイオン化エネルギーを，不純物濃度の関数として (D
C 測定から)実験的に求めたこと。而してレーザー・サイクロトン共鳴による測定結果とつき合わせ，
明確な対応を得たこと。 の 2 点で，これらを中心に，広範かつ多岐にわたる実験データが網羅され
ている。 個々のデータをとりあげても，この方面の研究者，もしくは n型InSb のデバイスを利用す
る人々にとって，きわめて貴重な資料たり得るものである。したがって，理学博士の学位論文として
十分価値あるものと認める。
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